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１．概要（Summary） 

アモルファス(a-)FeSiB 薄膜は飽和磁歪定数(λs)が大

きく，ひずみセンサなどへの応用が期待されている．本研

究では，a-FeSiB 薄膜の磁気特性の評価および，

Granular-In-Gap 構造を有するひずみセンサの試作を

試みた． 

a-FeSiB薄膜の λsは 40ppm程度であり，第４元素とし

て，Hf, Zr, Nbを添加したところ 35ppmまで低下すること

がわかった．フォトリソグラフィにより，a-FeSiB 薄膜と

Co-Al2O3 グラニュラー薄膜を用いたひずみセンサを試作

した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクアライナ，磁気特性評価システム群  

【実験方法】 

a-FeSiB 薄膜，Co-Al2O3 グラニュラー薄膜はマグネト

ロンスパッタ法で成膜した．λs はトルク磁力計で，磁化曲

線は振動試料型磁力計で測定し，センサ形状への加工

にはリフトオフ法を用いた． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Table 1に今回作成した４種類の Fe系アモルファス薄

膜の飽和磁歪定数を示す．a-FeSiB薄膜では 40ppm程

度であったが，Nb などの元素を添加することで，

35-36ppm程度まで減少することがわかった． 

Fig.1 に a-FeSiB 薄膜の磁化曲線を示す．(a)は熱処

理前，(b)は 200°C 1 時間の熱処理後である．成膜直後

に 3Oe程度であった保磁力が，熱処理により 0.3Oe程度

の保磁力となり，軟磁気特性が向上した．飽和磁化は約

14.4kGであった． 

リフトオフ法によりセンサ形状への加工を実施し，磁界

印加により，電気抵抗が約２％変化することを確認した．

今後，ひずみ印加による電気抵抗変化の確認および

a-FeSiB薄膜とCo-Al2O3グラニュラー薄膜の最適化を実

施する予定である． 
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 FeSiB FiSiBNb FeSiBZr FeSiBHf 

λs[ppm] 40.3 35.3 36.6 36.3 

Table 1 Magnetostriction constants of Fe based 

amorphous films. 

 

Fig.1 Hysteresis loops of a-FeSiB films. 


